
JP 2010-10477 A 2010.1.14

10

(57)【要約】
【課題】静電チャックや真空装置の特性によらず、デチ
ャック時間を短縮可能なデチャック機構を提供する。
【解決手段】真空装置２は、真空容器３を有している。
　真空容器３の内部には静電チャック１５が設けられて
おり、静電チャック１５は表面に基板５１を保持する保
持面１６を有している。
　さらに、静電チャック１５には基板突き上げ棒２１ａ
、２１ｂが設けられている。
　また、真空容器３の内部にはプラズマ８１を照射する
プラズマ源２３が設けられている。
　デチャックを行う場合は、プラズマ源２３を用いてプ
ラズマ８１を保持面１６と基板５１の間に向けて照射し
、基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂを用いて基板５１を静
電チャック１５から引き剥がす。
　照射されたプラズマ８１は、保持面１６と基板５１の
間に入り込み、保持面１６と基板５１の残留電荷を中和
するので、デチャックが迅速に行われる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を保持する保持面を有する静電チャックと、
　前記保持面と前記基板の間にプラズマを照射するプラズマ源と、
　を有することを特徴とするデチャック機構。
【請求項２】
　前記静電チャックには、前記保持面から前記基板を引き剥がすための突き上げ棒が設け
られていることを特徴とする請求項１記載のデチャック機構。
【請求項３】
　前記保持面には、冷却ガス充填用溝が設けられ、
　前記プラズマ源は、前記冷却ガス充填用溝に接するように前記静電チャック内部に設け
られていることを特徴とする請求項１記載のデチャック機構。
【請求項４】
　前記プラズマ源は、
　プラズマ発生容器と、
　前記プラズマ発生容器に設けられ、プラズマ化させるガスが流入するキャリアガス流入
口と、
　前記プラズマ発生容器に設けられ、プラズマを照射するプラズマ照射口と、
　を有し、
　前記プラズマ照射口は、前記保持面と前記基板の間を向くように設けられていることを
特徴とする請求項１記載のデチャック機構。
【請求項５】
　前記プラズマ源は、
　前記プラズマ発生容器内に設けられたフィラメントと、
　前記フィラメントに接続された直流電源と、
　を有することを特徴とする請求項４記載のデチャック機構。
【請求項６】
　前記プラズマ源は、
　前記プラズマ発生容器の周囲または内部に設けられたプラズマ発生用コイルと、
　前記プラズマ発生用コイルに接続された交流電源と、
　を有することを特徴とする請求項４記載のデチャック機構。
【請求項７】
　前記プラズマ源は、
　前記プラズマ発生容器内に設けられた一対の電極と、
　一対の前記電極に接続された交流電源またはパルス電源と、
　を有することを特徴とする請求項４記載のデチャック機構。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれかに記載のデチャック機構を有することを特徴とする真空
装置。
【請求項９】
　静電チャックに保持された基板をデチャックするデチャック方法であって、
　前記静電チャックの保持面と、前記保持面に保持された基板の間にプラズマを照射する
工程を有することを特徴とするデチャック方法。
【請求項１０】
　前記工程は、前記保持面から前記基板を引き剥しながら、前記静電チャックの保持面と
、前記保持面に保持された基板の間にプラズマを照射する工程であることを特徴とする請
求項９記載のデチャック方法。
【請求項１１】
　基板を保持する保持面を有する静電チャックのデチャックに用いられるデチャック用部
品であって、
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　プラズマ発生容器と、
　前記プラズマ発生容器に設けられ、プラズマ化させるガスが流入するキャリアガス流入
口と、
　前記プラズマ発生容器に設けられ、プラズマを照射するプラズマ照射口と、
　を有し、
　前記プラズマ照射口は、前記保持面と前記基板の間を向くように設けられていることを
特徴とするデチャック用部品。
【請求項１２】
　前記プラズマ発生容器内に設けられたフィラメントと、
　前記フィラメントに接続された直流電源と、
　を有することを特徴とする請求項１１記載のデチャック用部品。
【請求項１３】
　前記プラズマ源は、
　前記プラズマ発生容器の周囲または内部に設けられたプラズマ発生用コイルと、
　前記プラズマ発生用コイルに接続された交流電源と、
　を有することを特徴とする請求項１１記載のデチャック用部品。
【請求項１４】
　前記プラズマ源は、
　前記プラズマ発生容器内に設けられた一対の電極と、
　一対の前記電極に接続された交流電源またはパルス電源と、
　を有することを特徴とする請求項１１記載のデチャック用部品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デチャック機構、デチャック機構を有する真空装置、デチャック機構を用い
て行われるデチャック方法およびデチャック機構に用いられるデチャック用部品に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　静電チャック（Electro Static Chuck、ESC）は静電吸引力によって試料を保持するチ
ャック装置であり、半導体製造装置等の真空装置内部で基板を保持するためのチャック装
置として、広く用いられている。
【０００３】
　静電チャックは、チャックの際に静電吸引力を発生させるために電圧を印加するが、電
圧の印加によって基板－静電チャック間に貯まった電荷が放電されるまではデチャックで
きない。
【０００４】
　特に、真空中では、静電チャック本体以外に放電パスが存在しない上に、静電チャック
自体の固有抵抗は、静電吸引力を発生させるために比較的大きな値であることが多く、デ
チャックに時間がかかる。
【０００５】
　そこで、静電チャックのデチャック時間を短縮するために、種々のデチャック方法やそ
れに用いられるデチャック機構が提案されている。
【０００６】
　静電チャックのデチャック時間を短縮する方法としては、まず、電極をアースに落とす
方法が知られている。
【０００７】
　具体的には、特許文献１の段落番号〔０００３〕に示すように、電極とワークピースを
アースに接続して放電する。
【０００８】
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　また、チャック時とは逆極性の電圧を印加して中和する方法も知られている。
【０００９】
　具体的には、特許文献１の段落番号〔０００３〕に示すように、電極に印加される直流
チャック電圧の極性を逆にして放電する。
【００１０】
　さらに、プラズマ発生機構を備える装置では、プラズマを点火したまま基板を引き剥が
すという方法も知られている。
【００１１】
　具体的には、特許文献２の段落番号〔００２０〕に示すように、試料のプラズマ処理が
終了した後に、脱離（デチャック）用ガスを導入して脱離用プラズマを生成し、載置台か
ら試料を脱離する。
【００１２】
【特許文献１】特開２００１－７１９１号公報
【特許文献２】特開平８－７８５１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記のデチャック方法は、以下に示すような問題があった。
【００１４】
　まず、電極をアースに落とす方法では、放電パスが逆に長くなる場合がある他、電極の
面積によっては逆にデチャック時間が長くなるという問題があった。
【００１５】
　また、チャック時とは逆極性の電圧を印加する方法では、静電チャックの固有抵抗によ
ってはデチャック時間を短縮することができず、また基板が誘電体もしくは絶縁体の場合
は静電チャックがすぐに分極を起こすため、印加電圧の制御が困難であるという問題があ
った。
【００１６】
　さらに、プラズマを点火したまま基板を引き剥がす方法では、真空装置がプラズマ処理
装置である場合にしか適用できないという問題があった。
【００１７】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的は、静電チャックや真空
装置の特性によらず、デチャック時間を短縮可能なデチャック機構を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前述した目的を達成するために、第１の発明は、基板を保持する保持面を有する静電チ
ャックと、前記保持面と前記基板の間にプラズマを照射するプラズマ源と、を有すること
を特徴とするデチャック機構である。
【００１９】
　前記静電チャックには、前記保持面から前記基板を引き剥がすための突き上げ棒が設け
られている。
【００２０】
　前記保持面には、冷却ガス充填用溝が設けられていてもよく、この場合、前記プラズマ
源は、前記冷却ガス充填用溝に接するように前記静電チャック内部に設けられている。
【００２１】
　前記プラズマ源は、プラズマ発生容器と、前記プラズマ発生容器に設けられ、プラズマ
化させるガスが流入するキャリアガス流入口と、前記プラズマ発生容器に設けられ、プラ
ズマを照射するプラズマ照射口と、を有し、前記プラズマ照射口は、前記保持面と前記基
板の間を向くように設けられている。
【００２２】



(5) JP 2010-10477 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

　前記プラズマ源は、前記プラズマ発生容器内に設けられたフィラメントと、前記フィラ
メントに接続された直流電源と、を有してもよい。前記プラズマ源は、前記プラズマ発生
容器の周囲または内部に設けられたプラズマ発生用コイルと、前記プラズマ発生用コイル
に接続された交流電源と、を有してもよい。
【００２３】
　前記プラズマ源は、前記プラズマ発生容器内に設けられた一対の電極と、一対の前記電
極に接続された交流電源またはパルス電源と、を有してもよい。
【００２４】
　第２の発明は、第１の発明に記載のデチャック機構を有することを特徴とする真空装置
である。
【００２５】
　第３の発明は、静電チャックに保持された基板をデチャックするデチャック方法であっ
て、前記静電チャックの保持面と、前記保持面に保持された基板の間にプラズマを照射す
る工程を有することを特徴とするデチャック方法である。
【００２６】
　前記工程は、前記保持面から前記基板を引き剥しながら、前記静電チャックの保持面と
、前記保持面に保持された基板の間にプラズマを照射する工程である。
【００２７】
　第４の発明は、基板を保持する保持面を有する静電チャックのデチャックに用いられる
デチャック用部品であって、プラズマ発生容器と、前記プラズマ発生容器に設けられ、プ
ラズマ化させるガスが流入するキャリアガス流入口と、前記プラズマ発生容器に設けられ
、プラズマを照射するプラズマ照射口と、を有し、前記プラズマ照射口は、前記保持面と
前記基板の間を向くように設けられていることを特徴とするデチャック用部品である。
【００２８】
　前記デチャック用部品は、前記プラズマ発生容器内に設けられたフィラメントと、前記
フィラメントに接続された直流電源と、を有してもよい。
【００２９】
　前記デチャック用部品は、前記プラズマ発生容器の周囲または内部に設けられたプラズ
マ発生用コイルと、前記プラズマ発生用コイルに接続された交流電源と、を有してもよい
。
【００３０】
　前記デチャック用部品は、前記プラズマ発生容器内に設けられた一対の電極と、一対の
前記電極に接続された交流電源またはパルス電源と、を有してもよい。
【００３１】
　第１の発明～第４の発明では、静電チャックの保持面と、保持面に保持された基板の間
にプラズマを照射する手段や工程を有している。
【００３２】
　そのため、静電チャックや真空装置の特性によらず、デチャック時間を短縮可能である
。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、静電チャックや真空装置の特性によらず、デチャック時間を短縮可能
なデチャック機構を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図面に基づいて本発明に好適な実施形態を詳細に説明する。
【００３５】
　まず、図１および図２を参照して、第１の実施形態に係るデチャック機構１を有する真
空装置２の概略構成を説明する。
【００３６】
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　ここでは、真空装置２として、半導体の製造に用いられる真空装置が図示されている。
【００３７】
　図１および図２に示すように、真空装置２は、チャンバとしての真空容器３を有してい
る。
【００３８】
　真空容器３の内部には基板ホルダ１１が設けられており、基板ホルダ１１には、静電吸
引力によって基板５１を保持する静電チャック１５が設けられている。
【００３９】
　静電チャック１５には、静電チャック１５の動作用の静電チャック用電源１７が接続さ
れている。
【００４０】
　また、静電チャック１５は表面に基板５１を保持する保持面１６を有し、保持面１６上
には、プラズマ処理される基板５１が保持される。
【００４１】
　さらに、静電チャック１５にはデチャックの際に静電チャック１５から基板５１を引き
剥がすための基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂが設けられている。
【００４２】
　基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂは図示しないアクチュエータによって図１のＡ、Ｂの向
きに移動可能に設けられている。
【００４３】
　例えば、図２（ａ）の状態から基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂをＢの向きに移動すると
、基板５１は基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂに突き上げられ、図２（ｂ）に示すように、
静電チャック１５から引き剥がされる。
【００４４】
　また、真空容器３の内部にはさらに後述するプラズマ８１を照射するプラズマ源２３が
デチャック用部品として設けられている。
【００４５】
　そして、静電チャック１５、基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂ、プラズマ源２３でデチャ
ック機構１を構成している。
【００４６】
　一方、真空容器３には、真空容器３内を排気するための真空ポンプ３１が設けられてい
る。真空ポンプ３１と真空容器３の間には真空バルブ３３が設けられている。
【００４７】
　次に、プラズマ源２３の構造について、図２を参照して説明する。
【００４８】
　図２に示すように、プラズマ源２３は、プラズマ８１を発生させる中空のプラズマ発生
容器３７を有している。
【００４９】
　プラズマ発生容器３７の一端は発生したプラズマ８１を照射するプラズマ照射口３９と
して開放されており、プラズマ照射口３９は、保持面１６と基板５１の間を向くように設
けられている。
【００５０】
　プラズマ発生容器３７には、プラズマ化させるキャリアガスが流入するキャリアガス流
入口４１がさらに設けられている。
【００５１】
　キャリアガス流入口４１は、図示しないキャリアガス源に接続されている。
【００５２】
　一方、プラズマ発生容器３７内には、キャリアガスをプラズマ化してプラズマ８１を発
生させるためのフィラメント４３が設けられており、フィラメント４３は直流の電源４５
に接続されている。
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【００５３】
　なお、フィラメント４３を構成する材料は例えばＭｏ、Ｔａ、Ｗである。
【００５４】
　なお、前述のようにプラズマ照射口３９は、保持面１６と基板５１の間を向くように設
けられているが、プラズマ源２３に図示しないアクチュエータを設け、プラズマ発生容器
３７（プラズマ照射口３９）の向きを調整可能な構造としてもよい。
【００５５】
　プラズマ源２３からプラズマ８１を発生させる場合は、プラズマ発生容器３７内に、キ
ャリアガス流入口４１からＡｒ、Ｈｅ、Ｎ２、空気等のキャリアガスを流入し、電源４５
を用いてフィラメント４３に電流を流す。
【００５６】
　すると、フィラメント４３は赤熱して熱電子を発生させる。
【００５７】
　発生した熱電子は、キャリアガスをプラズマ化させ、プラズマ８１を発生させる。
【００５８】
　発生したプラズマ８１は、プラズマ照射口３９より、保持面１６と基板５１の間に向け
て照射される。
【００５９】
　次に、デチャック機構１を用いたデチャックの手順について図１および図２を用いて説
明する。
【００６０】
　まず、静電チャック用電源１７を用いて、基板５１が静電チャック１５によってチャッ
クされた状態であるとする。
【００６１】
　まず、静電チャック用電源１７をＯＦＦにする。
【００６２】
　この状態では、保持面１６と基板５１には残留電荷が存在している。
【００６３】
　次に、プラズマ源２３を用いてプラズマ８１を発生させる。なお、電源出力は例えば数
１０Ｗ程度である。
【００６４】
　発生したプラズマ８１は、プラズマ照射口３９より、保持面１６と基板５１の間に向け
て照射される。
【００６５】
　次に、基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂを図２（ａ）のＢの向きに移動させ、基板５１を
静電チャック１５から若干引き剥がす。
【００６６】
　すると、図２（ｂ）に示すように、プラズマ照射口３９から照射されたプラズマ８１は
、保持面１６と基板５１の間に入り込むため、保持面１６と基板５１の残留電荷は、プラ
ズマ８１により中和され、デチャックが迅速に進行する。
【００６７】
　そして、残留電荷が完全に中和されると、基板５１は静電チャック１５から完全に引き
剥がされ、デチャックは終了する。
【００６８】
　なお、デチャックに必要な時間は、基板の大きさにもよるが、数秒程度である。
【００６９】
　このように、第１の実施形態によれば、デチャック機構１が静電チャック１５およびプ
ラズマ源２３を有し、デチャックの際には、プラズマ源２３から照射されたプラズマ８１
が、静電チャック１５の保持面１６と基板５１の間に入り込んで残留電荷を中和すること
によりデチャックされる。
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【００７０】
　従って、デチャック機構１は、静電チャック１５や真空装置２の特性によらず、従来の
デチャック機構よりもデチャック時間を短縮可能である。
【００７１】
　次に、第２の実施形態に係るデチャック機構１ａを有する真空装置２ａについて、図３
を参照して、説明する。
【００７２】
　なお、第２の実施形態において、第１の実施形態と同様の機能を果たす要素については
同一の番号を付し、説明を省略する。
【００７３】
　第２の実施形態に係るデチャック機構１ａを有する真空装置２ａは、第１の実施形態に
おいて、静電チャック１５の表面に冷却ガス充填用溝５３を設け、冷却ガス充填用溝５３
に接するようにプラズマ源２３を設けたものである。
【００７４】
　なお、図３において、デチャック機構１ａ以外の真空装置２ａの構造は第１の実施形態
と同様であるため、記載を省略している。
【００７５】
　図３に示すように、デチャック機構１ａは、静電チャック１５ａの保持面１６に、Ｈｅ
、Ｎ２等の冷却ガスを流すための冷却ガス充填用溝５３が設けられている。
【００７６】
　冷却ガス充填用溝５３には、冷却ガスを冷却ガス充填用溝５３に導入する冷却ガス流路
５５が接続されている。
【００７７】
　冷却ガス流路５５は、静電チャック１５ａ内に設けられており、一端が図示しない冷却
ガス源に接続されている。
【００７８】
　また、静電チャック１５ａの内部には、冷却ガス充填用溝５３に接するようにして、プ
ラズマ源２３が設けられている。
【００７９】
　プラズマ源２３は、プラズマ照射口３９が冷却ガス充填用溝５３に接するように設けら
れている。
【００８０】
　このように、静電チャック１５ａが冷却ガスを使用する構造の場合は、プラズマ源２３
を静電チャック１５ａの内部に設けてもよく、このような構造にすることにより、デチャ
ック機構１ａのサイズがコンパクトになる。
【００８１】
　また、保持面１６に冷却ガス充填用溝５３が設けられているため、基板突き上げ棒２１
ａ、２１ｂは不要である。
【００８２】
　ここで、デチャック機構１ａを用いたデチャックの手順について簡単に説明する。
【００８３】
　まず、基板５１が静電チャック１５ａによってチャックされた状態であるとする。
【００８４】
　まず、静電チャック用電源１７をＯＦＦにする。
【００８５】
　次に、プラズマ源２３を用いてプラズマ８１を発生させる。
【００８６】
　発生したプラズマ８１は、プラズマ照射口３９より、冷却ガス充填用溝５３を介して保
持面１６と基板５１の間に向けて照射され、保持面１６と基板５１の間に入り込む。
【００８７】
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　すると、保持面１６と基板５１の残留電荷は、プラズマ８１により中和され、デチャッ
クが迅速に進行する。
【００８８】
　そして、残留電荷が完全に中和されると、デチャックは終了する。
【００８９】
　このように、第２の実施形態によれば、デチャック機構１ａが静電チャック１５ａおよ
びプラズマ源２３を有し、デチャックの際には、プラズマ源２３から照射されたプラズマ
８１が、静電チャック１５ａの保持面１６と基板５１の間に入り込んで残留電荷を中和す
ることによりデチャックされる。
【００９０】
　従って、第１の実施形態と同様の効果を奏する。
【００９１】
　また、第２の実施形態によれば、プラズマ源２３が静電チャック１５ａの内部に設けら
れている。
【００９２】
　従って、第１の実施形態と比べてデチャック機構１ａのサイズがコンパクトになる。
【００９３】
　さらに、第２の実施形態によれば、保持面１６に冷却ガス充填用溝５３が設けられてい
るため、基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂは不要となる。
【００９４】
　次に、第３の実施形態に係るデチャック機構１ｂを有する真空装置２ｂについて、図４
を参照して説明する。
【００９５】
　なお、第３の実施形態において、第１の実施形態と同様の機能を果たす要素については
同一の番号を付し、説明を省略する。
【００９６】
　第３の実施形態に係るデチャック機構１ｂを有する真空装置２ｂは、第１の実施形態に
おいて、プラズマ源２３ｂを、プラズマ発生用コイル６３を有する構造としたものである
。
【００９７】
　なお、図４において、プラズマ源２３ｂ以外の真空装置２ｂの構造は第１の実施形態と
同様であるため、記載を省略している。
【００９８】
　図４に示すように、プラズマ源２３ｂは、両端が開放された管状のプラズマ発生管６１
をプラズマ発生容器として有しており、プラズマ発生管６１の一端をキャリアガス流入口
６１ａとして用い、他端をプラズマ照射口６１ｂとして用いている。
【００９９】
　また、プラズマ発生管６１の周囲にはプラズマ発生用コイル６３が設けられ、プラズマ
発生用コイル６３には交流の電源６５が接続されている。
【０１００】
　プラズマ源２３ｂからプラズマ８１を発生させる場合は、プラズマ発生管６１にキャリ
アガス流入口６１ａからキャリアガスを流入し、電源６５を用いてプラズマ発生用コイル
６３に電流を流す。
【０１０１】
　すると、プラズマ発生用コイル６３は誘導電流を発生させ、キャリアガスをプラズマ化
させる。
【０１０２】
　発生したプラズマ８１は、プラズマ照射口６１ｂより、保持面１６と基板５１の間に向
けて照射される。
【０１０３】
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　このように、プラズマ源２３ｂを、プラズマ発生用コイル６３を有する構造としてもよ
い。
【０１０４】
　このように、第３の実施形態によれば、デチャック機構１ｂが静電チャック１５および
プラズマ源２３ｂを有し、デチャックの際には、プラズマ源２３ｂから照射されたプラズ
マ８１が、静電チャック１５の保持面１６と基板５１の間に入り込んで残留電荷を中和す
ることによりデチャックされる。
【０１０５】
　従って、第１の実施形態と同様の効果を奏する。
【０１０６】
　次に、第４の実施形態に係るデチャック機構１ｃを有する真空装置２ｃについて、図５
を参照して説明する。
【０１０７】
　なお、第４の実施形態において、第３の実施形態と同様の機能を果たす要素については
同一の番号を付し、説明を省略する。
【０１０８】
　第４の実施形態に係るデチャック機構１ｃを有する真空装置２ｃは、第３の実施形態に
おいて、プラズマ発生用コイル６９をプラズマ発生管６７の内部に設けたものである。
【０１０９】
　なお、図５において、プラズマ源２３ｃ以外の真空装置２ｃの構造は第３の実施形態と
同様であるため、記載を省略している。
【０１１０】
　図５に示すように、プラズマ源２３ｃは、プラズマ発生管６７をプラズマ発生容器とし
て有しており、プラズマ発生管６７の一端がキャリアガス流入口６７ａとして開放されて
おり、他端がプラズマ照射口６７ｂとして開放されている。
【０１１１】
　また、プラズマ発生管６７の内部にはプラズマ発生用コイル６９が設けられ、プラズマ
発生用コイル６９には交流の電源７１が接続されている。
【０１１２】
　プラズマ源２３ｃからプラズマ８１を発生させる場合は、プラズマ発生管６７にキャリ
アガス流入口６７ａからキャリアガスを流入し、電源７１を用いてプラズマ発生用コイル
６９に電流を流す。
【０１１３】
　すると、プラズマ発生用コイル６９は誘導電流を発生させ、キャリアガスをプラズマ化
させる。
【０１１４】
　発生したプラズマ８１は、プラズマ照射口６７ｂより、保持面１６と基板５１の間に向
けて照射される。
【０１１５】
　このように、プラズマ発生用コイル６９をプラズマ発生管６７の内部に設けてもよい。
【０１１６】
　このように、第４の実施形態によれば、デチャック機構１ｃが静電チャック１５および
プラズマ源２３ｃを有し、デチャックの際には、プラズマ源２３ｃから照射されたプラズ
マ８１が、静電チャック１５の保持面１６と基板５１の間に入り込んで残留電荷を中和す
ることによりデチャックされる。
【０１１７】
　従って、第１の実施形態と同様の効果を奏する。
【０１１８】
　次に、第５の実施形態に係るデチャック機構１ｄを有する真空装置２ｄについて、図６
を参照して説明する。
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【０１１９】
　なお、第５の実施形態において、第１の実施形態と同様の機能を果たす要素については
同一の番号を付し、説明を省略する。
【０１２０】
　第５の実施形態に係るデチャック機構１ｄを有する真空装置２ｄは、第１の実施形態に
おいて、プラズマ源２３ｄを、電極７５、７７を有する構造としたものである。
【０１２１】
　なお、図６において、プラズマ源２３ｄ以外の真空装置２ｄの構造は第１の実施形態と
同様であるため、記載を省略している。
【０１２２】
　図６に示すように、プラズマ源２３ｄは、プラズマ発生管７３をプラズマ発生容器とし
て有しており、プラズマ発生管７３の一端がキャリアガス流入口７３ａとして開放されて
おり、他端がプラズマ照射口７３ｂとして開放されている。
【０１２３】
　また、プラズマ発生管７３の内部には電極７５、７７が一対の電極として設けられ、電
極７５、７７には交流の電源もしくはパルス電源である電源７９が接続されている。
【０１２４】
　プラズマ源２３ｄからプラズマ８１を発生させる場合は、プラズマ発生管７３にキャリ
アガス流入口７３ａからキャリアガスを流入し、電源７９を用いて電極７５、７７に電位
を負荷する。
【０１２５】
　すると、電極７５、７７間に放電が起こり、キャリアガスをプラズマ化させる。
【０１２６】
　発生したプラズマ８１は、プラズマ照射口７３ｂより、保持面１６と基板５１の間に向
けて照射される。
【０１２７】
　このように、電極７５、７７を用いてプラズマ８１を発生させてもよい。
【０１２８】
　このように、第５の実施形態によれば、デチャック機構１ｄが静電チャック１５および
プラズマ源２３ｄを有し、デチャックの際には、プラズマ源２３ｄから照射されたプラズ
マ８１が、静電チャック１５の保持面１６と基板５１の間に入り込んで残留電荷を中和す
ることによりデチャックされる。
【０１２９】
　従って、第１の実施形態と同様の効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　上記した実施形態では、本発明を半導体の製造に用いられる真空装置に適用した場合に
ついて説明したが、本発明は、何等、これに限定されることなく、静電チャックを必要と
する全ての装置に用いることができる。
【０１３１】
　例えば、本実施形態ではプラズマ源を別途設けているが、もともとプラズマ源のある真
空装置の場合はそれを利用しても良い。
【０１３２】
　この条件によれば、真空装置内のプラズマ維持の関係上、３００～５００Ｗ程度の出力
（１３．５６ＭＨｚ）にて１～２秒で電荷が抜けてデチャックが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】真空装置２を示す図である。
【図２】図２（ａ）は図１のデチャック機構１付近の拡大図であって、図２（ｂ）は図２
（ａ）において、基板突き上げ棒２１ａ、２１ｂをＢの向きに移動させた状態を示す図で
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【図３】デチャック機構１ａを示す図である。
【図４】プラズマ源２３ｂを示す断面図である。
【図５】プラズマ源２３ｃを示す断面図である。
【図６】プラズマ源２３ｄを示す断面図である。
【符号の説明】
【０１３４】
　１…………デチャック機構
　２…………真空装置
　３…………真空容器
　１１………基板ホルダ
　１５………静電チャック
　１７………静電チャック用電源
　２１ａ……基板突き上げ棒
　２３………プラズマ源
　３１………真空ポンプ
　３３………真空バルブ
　３７………プラズマ発生容器
　３９………プラズマ照射口
　４１………キャリアガス流入口
　４３………フィラメント
　４５………電源
　５３………冷却ガス充填用溝
　５５………冷却ガス流路
　６１………プラズマ発生管
　６１ａ……キャリアガス流入口
　６１ｂ……プラズマ照射口
　６３………プラズマ発生用コイル
　６５………電源
　６７………プラズマ発生管
　６７ａ……キャリアガス流入口
　６７ｂ……プラズマ照射口
　６９………プラズマ発生用コイル
　７１………電源
　７３………プラズマ発生管
　７３ａ……キャリアガス流入口
　７３ｂ……プラズマ照射口
　７５………電極
　７７………電極
　７９………電源
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【図５】 【図６】
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